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Introdução 
Os semicondutores são aplicados como 
fotocatalisadores no tratamento ambiental e na 
conversão de energia, entretanto, uma das 
principais desvantagens é o desempenho 
fotocatalítico que muitas vezes é relativamente 
baixo devido à alta taxa de recombinação dos pares 
elétrons-buracos fotogerados. Visando obter uma 
separação e transporte de carga eficientes, várias 
estratégias têm sido desenvolvidas, destacando a 
formação das heterojunções, que são materiais 
formados por dois ou mais semicondutores de 
composições diferentes, sendo que a heterojunção 
WO3/BiVO4 tem recebido atenção considerável.(1) 
Assim, o objetivo do trabalho foi preparar filme 
heteroestruturado de WO3/BiVO4, caracterizar e 
avaliar a resposta de fotocorrente das amostras 
frente irradiação de luz visível. Ambos os 
semicondutores foram produzidos com técnicas de 
baixo custo. 
 
Resultados e discussão 
Para preparo dos filmes foram utilizados substratos 
de FTO. A obtenção de WO3 foi realizada por meio 
de eletrodeposição baseada na redução catódica 
de um peróxido precursor. Para isso, preparou-se 
uma solução contendo 25 mM de Na2WO4 e 30 mM 
de H2O2, seguido de ajuste do pH para 1,4 com 
HNO3. A técnica utilizada na eletrodeposição foi a 
cronoamperometria com potencial de -0,25 V  
(vs. Ag/AgCl) durante 5 minutos. Para a síntese do 
BiVO4, foram preparadas soluções de 
Bi(NO3)3.5H2O em HNO3 0,5 mol L-1 e NH4VO3 em 
HNO3 1 mol L-1. Após a eletrodeposição do WO3, 
50 µL da solução de Bi foi adicionada sobre o 
substrato aquecido a 65 °C e, após a secagem, 
adicionou-se 50 µL da solução de V. A calcinação 
foi realizada em 500 °C durante 1 h em ar, com 
rampa de aquecimento de 5 °C min-1. Para fins de 
comparação, foram preparados filmes com apenas 
WO3 e filmes contendo apenas BiVO4. A análise 
dos difratogramas dos filmes preparados nestas 
condições indicou que WO3 e BiVO4 foram obtidos 
na fase monoclínica que são as fases fotoativas 
destes óxidos. Além dos picos referentes às fases 
de WO3 e BiVO4, foram identificados também picos 
que são atribuídos ao SnO2 que compõe o 
substrato. Analisando os voltamogramas lineares 
(Figura 1) observa-se que, quando a varredura 
atinge potenciais mais positivos e ocorre incidência 
de irradiação, há um aumento na densidade de 
corrente principalmente para o filme que contém a 
heteroestrutura WO3/BiVO4 e quando a irradiação é 
cessada, o valor de densidade de corrente decai. 
 
 
Figura 1. Voltamogramas lineares na ausência e 
presença de luz dos filmes de WO3, BiVO4 e WO3/BiVO4 
 
Este aumento de fotocorrente ocorre devido à 
excitação eletrônica dos semicondutores, pois foi 
fornecida energia hν igual ou superior ao seu 
respectivo valor de energia de band gap 
ocasionando a promoção de e- da BV para a BC, e 
geração de lacuna carregada positivamente na BV.  
 
Conclusões 
Os estudos de fotocorrente indicam a eficiência do 
filme heteroestruturado de WO3/BiVO4 frente aos 
materiais contendo apenas um dos 




À Capes e CNPq e aos laboratórios LADEMA, 
GMPC, LARX, LMEM da UEL. 
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